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論    文    の    要    旨 
 






リ SiGe（２層目）の積層構造を提案し、電流駆動力の高い高性能い 65nm 世代の MOSFET を実現するこ
とができた。 
次に、ミリ秒アニールによる熱拡散抑制活性化技術とクラスターイオン（B18H22）による超極浅イオン注
入技術を組み合わせて、接合深さ 10nm 以下の超極浅接合を開発し、その性能を微細 MOSFET で実証
した。プレーナーバルク型の MOSFETでも、ゲート長 20nm までは縮小化が可能であること実証した。 
第 3 に、チャネルに格子歪み（ストレス）を加えてオン電流を高める技術についても研究を行った。
MOSFETを被覆する窒化膜のストレスを効果的にMOSFET チャネルに伝搬させる技術を採用することに
より、従来以上に MOSFET の性能を向上できることを示した（従来：+20%、本研究：+50%）。 
以上に述べた微細 MOSFET 単体の高性能化の次の課題として、大規模集積回路の総合的な高性
能化に着眼して研究を行った。具体的には、ロジック＋メモリ（DRAM：Dynamic Random Access Memory）
混載技術を実現する混載 DRAM 用 MOSFET（セルトランジスタ）のリーク電流低減技術である。まず、














審    査    の    要    旨 
〔批評〕 
大規模集積回路用の微細シリコン MOSFET の研究を多方面にわたって追求した論文で、全項目に
おいて画期的な成果が述べられていた。論文は大きく 5 つの項目に分けることができ、うち、4 項目は上
嶋氏が会社（現ルネサスエレクトロニクス株式会社）内で行った研究で、それぞれ International Electron 
Device Meeting（IEDM）や VLSI symposium といった著名な国際会議にて発表されている。これらをもって
早期修了プログラム対象者の認定に至っている。5 番目の項目（リーク電流の起源となる結晶欠陥の研
究）は本大学院にて新たに行われた研究であり、この項目でもきちんと成果を上げ、短期間において論文






平成 26年 2月 14日、博士論文公開発表会（数理物質科学研究科学位論文審査委員会）において
審査委員の全員出席のもと、著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その
結果、審査委員全員によって、合格と判定された。 
 
〔結論〕 
上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資
格を有するものと認める。 
 
